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초 록: 표면의 젖음성은 어플리케이션의 매우 

중요한 점으로, 이것은 표면에너지와 표면의 조

도에 의해 결정된다. 표면의 젖음성을 낮추기 

위하여 저온 PECVD 공정을 통해 초소수성 박막

을 만들었다. SiOxCyHz 필름을 만들기 위하여 RF 

power을 사용하였고, HMDS (hexamethyl- disilazane) 

precursor과 함께 수소 기체를 통해 증착하였다. 

이 실험에서는 수소와 RF power를 변수로 진행하

였고, 이것은 소수성 박막의 표면에너지를 변화

시켰다. 필름을 합성한 후 contact angle measure-

ment 및 AFM을 사용해 표면에너지와 표면조도

를 관찰하였다. 또한 필름의 화학적 결합을 알기 

위해 FT-IR을 이용하였다. 여기에서 표면의 에

너지는 표면의 조도와 화학적 결합상태에 의해

서 영향을 받았음을 알 수 있었다.

1. 서론 

Water contact angle이 120도 이상인 초소수

성 박막은 발수성 표면, 내지문박막 등 많은 현대 

산업에서 사용하고 있다. 현재 이 공정의 가장 

큰 문제점은 폴리머 기판을 사용함에 있어서 낮은 

온도에서의 공정이 필요하지만 저온공정이 힘들

다는 것이다. 이 점을 향상시키기 위해서 현재 

산업에서는 Atomic layer deposition, Plasma 

enhanced chemical vapor deposition 등의 저온 

공정을 통한 연구를 진행 중이다. 그리고 소수

성 박막을 코팅하였을 때에는 필름의 조도가 중

요하게 여겨지고 있다. 이 연구에서는 소수성박

막을 PECVD를 이용하여 기판에 코팅을 하였으며, 

필름의 조도를 알아보기 위해 AFM을 이용한 분

석을 하였다. 

Parameters Conditions

초기압력 약 0.3×10
-2

 Torr

공정압력 1.2×10
-1

 Torr - 1.6×10
-1

 Torr

RF power 60 W - 140 W

온도 Room temp.

전극과 기판사이의 

거리
70 mm

Table 1. Process parameters 

2. 본론 

2.1. 공정변수에 따른 contact angle 변화

본 연구에서는 플라즈마를 이용한 화학증착 

공정 (Fig 1) 을 이용하였고, Table 1 에는 이 공

정에서의 변수를 나타냈다. 공정을 하는데 있어

서 초기압력은 <0.3×10-2 Torr 이었고, 기판은 

유리 기판을 사용하였다. 초기진공을 잡은 후 

공정압력을 맞추기 위해 HMDS 및 수소 기체를 

넣어주었으며, 라디오 주파수의 전력을 인가하

였으며, 공정할 때의 온도는 상온이었다.

 

Fig. 1. Schematic diagrams of PECVD used to 

deposit the SiOxCyHz films

2.1.1 Power에 따른 접촉각 변화

Fig 2.에서 보이는 바와 같이 power가 증가할

수록 더 높은 접촉각을 가지게 되는 것을 확인 

할 수 있었다.
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Fig. 2. Contact angle as a function 

of power
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2.1.2 압력변화

Fig 3.을 보게 되면 수소 기체의 양이 많아질

수록 접촉각의 크기가 커지는 것을 확인하였다.
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Fig. 3. Contact angle as a function of H2 flow 

rate
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Fig 4. Surface morphology of SiOxCyHz

표면의 에너지를 분석하기 위해서 Water contact 

angle measurement를 사용하였으며, 표면의 화

학적 결합을 알아보기 위하여 FT-IR을 이용하였고, 

표면 조도를 분석하기 위해 AFM을 이용하였다. 

그 결과, 가해주는 전력이 커질수록 표면 조도

가 더 거칠어지는 것을 확인할 수 있었으며, 

140 W 에서는 매우 거칠어지는 것을 보았다.

3. 결론

실리콘 옥사이드 필름은 파워와 수소 기체의 

양에 따른 저온 PECVD 공정을 통하여 성공적으

로 합성되었다. 접촉각은 120° ~ 160° 까지의 

조절이 가능하였으며 150° 이상에서는 표면의 

조도가 급격하게 커지는 것을 확인하였다. 적절

한 파워와 수소의 양으로 낮은 조도를 가지고 

표면에너지가 낮은 박막을 얻을 수 있었다.
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